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【国際特許分類】
   Ｈ０１Ｌ  27/105    (2006.01)
   Ｈ０１Ｌ  27/10     (2006.01)
   Ｈ０１Ｌ  45/00     (2006.01)
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【ＦＩ】
   Ｈ０１Ｌ  27/10    ４４８　
   Ｈ０１Ｌ  27/10    ４８１　
   Ｈ０１Ｌ  45/00    　　　Ａ
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【手続補正書】
【提出日】平成22年7月26日(2010.7.26)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１電極と、
　第２電極と、
　前記第１電極および前記第２電極との間に形成された、不揮発性記録材料層および選択
素子と、
　前記不揮発性記録材料層と前記選択素子との間に形成された、前記不揮発性記録材料層
に含まれる元素を含む半導体層と、を有し、
　前記半導体層は、Ｇｅを４０原子％以上含むことを特徴とする不揮発性半導体記憶装置
。
【請求項２】
　請求項１記載の不揮発性半導体記憶装置において、
　前記半導体層は、前記選択素子上に形成され、
　前記不揮発性記録材料層は、前記半導体層上に形成されていることを特徴とする不揮発
性半導体記憶装置。
【請求項３】
　請求項１記載の不揮発性半導体記憶装置において、
　前記半導体層は、前記不揮発記録材料層上に形成され、
　前記選択素子は、前記半導体層上に形成されていることを特徴とする不揮発性半導体記
憶装置。
【請求項４】
　請求項１記載の不揮発性半導体記憶装置において、
　前記不揮発性記録材料層は、カルコゲン元素のうちの少なくとも１元素を含む材料を含
むことを特徴とする不揮発性半導体記憶装置。
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【請求項５】
　請求項１記載の不揮発性半導体記憶装置において、
　前記半導体層は、Ｇｅを９０原子％以上含むことを特徴とする不揮発性半導体記憶装置
。
【請求項６】
　請求項１記載の不揮発性半導体記憶装置において、
　前記半導体層は、ＧｅとＳｉとの混合材料であることを特徴とする不揮発性半導体記憶
装置。
【請求項７】
　請求項１記載の不揮発性半導体記憶装置において、
　前記半導体層は、ＩｎＳｂ又はＧａＳｂであるとこを特徴とする不揮発性半導体記憶装
置。
【請求項８】
　請求項１記載の不揮発性半導体記憶装置において、
　前記半導体層は、５ｎｍ以上２００ｎｍ以下の膜厚を有することを特徴とする不揮発性
半導体記憶装置。
【請求項９】
　請求項１記載の不揮発性半導体記憶装置において、
　前記選択素子は、ダイオードであることを特徴とする不揮発性半導体記憶装置。
【請求項１０】
　請求項９記載の不揮発性半導体記憶装置において、
　前記ダイオードは、pinポリシリコンダイオードであることを特徴とする不揮発性半導
体記憶装置。
【請求項１１】
　請求項１記載の不揮発性半導体記憶装置において、
　メモリセルは、前記不揮発性記録材料層と前記選択素子とを含み、
前記メモリセルは、相変化メモリのメモリセルであることを特徴とする不揮発性半導体記
憶装置。
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